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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年2月5日(2015.2.5)

【公開番号】特開2013-125862(P2013-125862A)
【公開日】平成25年6月24日(2013.6.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-033
【出願番号】特願2011-273818(P2011-273818)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/369    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/374    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/357    (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ６９０　
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ７４０　
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ５７０　

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月15日(2014.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　ところで、一般的に、増幅トランジスタ１で発生するノイズは、画素信号に直接的に加
算されて出力されるため、例えば、低照度での撮像時において、ＳＮ比（signal to nois
e ratio）が低下してしまい、画質が劣化することになる。特に、増幅トランジスタ１で
発生する１／ｆノイズおよびバーストノイズの影響が大きく、固体撮像素子の高画質化を
図るためには、１／ｆノイズおよびバーストノイズの発生を抑制することが必要となる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　凸部６２Ａ－２は、ゲート電極６２Ａの長さ方向に沿った１本の溝をシリコン基板６１
に対して掘り込み、その溝にポリシリコンを埋め込むことにより、ゲート電極６２Ａの長
さ方向に沿って延在するように形成される。これにより、ゲート電極６２Ａの底面は、図
６Ｂに示すように、増幅トランジスタ３４Ａの幅方向の断面に沿った形状が、シリコン基
板６１に向かって中央が突出するようなＴ字形状となるように形成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　凸部６２Ｂ－２乃至６２Ｂ－４は、ゲート電極６２Ｂの長さ方向に沿った３本の溝をシ
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リコン基板６１に対して掘り込み、その溝にポリシリコンを埋め込むことにより、ゲート
電極６２Ｂの長さ方向に沿って延在するように形成される。つまり、ゲート電極６２Ｂの
底面は、図７Ｂに示すように、増幅トランジスタ３４Ｂの幅方向の断面に沿った形状が、
シリコン基板６１に向かって両端および中央の３箇所が突出するようなＥ字形状となるよ
うに形成される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　従って、ゲート電極６２Ｂの底面の形状に沿って形成されるチャネル領域６６Ｂは、ゲ
ート電極６２Ｂの本体部６２Ｂ－１の底面と、凸部６２Ｂ－２乃至６２Ｂ－４の底面およ
び側面とに形成される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　このように、増幅トランジスタ３４Ｂでは、ゲート電極６２Ｂの凸部６２Ｂ－２乃至６
２Ｂ－４の側面に沿った部分にチャネル領域６６Ｂが形成される分だけ、増幅トランジス
タ３４Ｂの実効のチャネル幅（Ｗ長）を広くすることができる。これにより、増幅トラン
ジスタ３４Ｂは、相互コンダクタンスを増加させることができる。
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